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        Проведена отработка процесса очистки ионами плазмы тлеющего разряда и нанесения покрытия вакуумно-дуговым методом в одном технологическом цикле. Получены  образцы из стали 3 и латуни, с нанесенным покрытием титана. Ток вакуумного дугового разряда ток -80А-100А, напряжение на разрядном промежутке 20 -24В, давление остаточной среды в камере составляло 10-1-10-3Па. Время осаждения покрытий варьировалось пределах 10-15 мин. В таблице 1 представлены параметры тлеющего разряда в процессе реализации процесса очистки ионами плазмы тлеющего разряда поверхности образцов  из стали 3 и латуни. 
Таблица 1-Параметры процесса очистки ионами плазмы тлеющего разряда
	Железо
	Латунь

	Ток, (мА)
	Напряжения
(В)
	t,(мин)
	Ток, (мА)
	[bookmark: _GoBack]Напряжения, (В)
	t, (мин)

	3
	300
	60
	3
	300
	3

	10
	800
	15
	10
	800
	10

	15
	1200
	120
	15
	1200
	15

	15
	1300
	120
	15
	1300
	15



 Определено, что эффективность очистки поверхности изделия определяется интенсивностью ионной бомбардировки из плазмы тлеющего разряда и зависит  от напряжения на электроразрядном промежутке. Покрытие титана, нанесённое на поверхность образцов, предварительно прошедшего очистку ионами плазмы тлеющего разряда сплошно, не имеет отслоений и следы рельефности поверхности отсутствуют.
	

